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요약

어레이 기판측에 CF를 갖는 LCD용 기판에서의 CF의 잔사나 박리를 억제하여 도통 불량을 없앤다. 복수의 화소 영역

에 각각 형성된 화소 전극과 그 화소 전극을 구동하는 TFT(2)와의 사이에 형성되는 패시베이션막(14)을 SiN층(14a, 

14b), SiO층(14c)의 적층 구조로 하고, 그 최상층을 SiO층(14c)으로 한다. 이러한 적층 구조의 패시베이션막(14) 상

에 수지 CF층(15)을 형성한다. 수지 CF층(15)은 SiO층(14c) 상에 직접 형성됨으로써, 그 밀착력의 저하가 억제되고,

수지 CF층(15) 형성 시에는 CF의 박리가 발생하기 어렵게 되고, 수지 CF층(15)으로의 컨택트 홀 형성 시에는 CF의 

잔사가 발생하기 어렵게 된다. 그에 따라, 도통 불량이 억제되고, 표시 특성이 우수한 신뢰성이 높은 TFT 기판(1) 및 

LCD가 실현된다.

대표도

도 1
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시 형태의 TFT 기판의 TFT 부분의 주요부 단면도.

도 2는 본 발명의 제1 실시 형태의 TFT 기판의 1 화소 영역의 평면도.

도 3은 GB 형성 공정의 설명도.

도 4는 절연막 형성 공정의 설명도.

도 5는 채널 보호막 형성 공정의 설명도.

도 6은 오믹층 및 금속층 형성 공정의 설명도.

도 7은 전극 및 동작 반도체층 형성 공정의 설명도.

도 8은 패시베이션막 형성 공정의 설명도.

도 9는 CF층 형성 공정의 설명도.

도 10은 OC층 형성 공정의 설명도.

도 11은 화소 전극 접속용 컨택트 홀 형성 공정의 설명도.

도 12는 화소 전극 형성 공정의 설명도.

도 13은 종래의 CF-on-TFT 구조의 LCD용 기판의 1 화소 영역의 일례의 평면도.

도 14는 도 13의 B-B 단면도.

도 15는 본 발명의 제2 실시 형태의 전제가 되는 종래의 액정 표시 장치용 기판의 구성을 도시하는 도면.

도 16은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-1에 따른 액정 표시 장치용 기판의 구성을 도시하는 도면.

도 17은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-1에 따른 액정 표시 장치용 기판의 구성을 도시하는 단면도.

도 18은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-1에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 19는 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-1에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 20은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-1에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 21은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-1에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 22는 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기판의 구성을 도시하는 도면.

도 23은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기판의 구성을 도시하는 단면도.

도 24는 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기 판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 25는 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 26은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 27은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.

도 28은 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법을 도시하는 공정 단면도.
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도 29는 본 발명의 제2 실시 형태의 실시예 2-3에 의한 액정 표시 장치용 기판의 구성을 도시하는 도면.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1 : TFT 기판

2 : TFT

3 : 유리 기판

4 : 게이트 버스 라인

4a : Al계 금속층

4b : 고융점 금속층

5 : 절연막

6 : 드레인 버스 라인

7 : 축적 용량 버스 라인

8a, 8b : 상부 금속층

9a, 9b : 오믹 컨택트층

9c : n + 형 a-Si층

10 : 드레인 전극

11 : 채널 보호막

11a, 14a, 14b : SiN층

12 : 소스 전극

12a : 접속 배선

13 : 동작 반도체층

13a : a-Si층

14 : 패시베이션막

14c : SiO층

15 : 수지 CF층

15a, 15b, 19a, 19b, 19b', 21, 22 : 컨택트 홀

16 : 축적 용량 전극

17 : OC층

18 : 화소 전극

19c : 컨택트용 홈
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20 : 금속층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치용 기판 및 그것을 이용한 액정 표시 장치에 관한 것으로, 특히 박막 트랜지스터 등의 스위

칭 소자가 형성된 어레이 기판측에 컬러 필터가 형성된 액정 표시 장치용 기판 및 그와 같은 액정 표시 장치용 기판을

이용한 액정 표시 장치에 관한 것이다.

종래, 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor ; TFT)를 스위칭 소자로서 이용한 액티브 매트릭스형 액정 표시 장치(

Liquid Crystal Display ; LCD)로서는, 역스태거형 TFT-LCD 등이 제안되고 있다(예를 들면, 특허 문헌 1 참조). 최

근에는 넓은 개구율의 실현을 위해, TFT 등의 스위칭 소자가 형성된 어레이 기판측에 컬러 필터(Color Filter; CF)를

형성한 CF-on-TFT 구조의 LCD용 기판을 이용한 LCD도 제안되어 있다(예를 들면, 특허 문헌 2 참조). 이러한 CF-

on-TFT 구조의 LCD용 기판에는, 통상, 화소 전극과의 컨택트 부분을 제외한 TFT 상에 무기 절연 재료로 이루어지

는 패시베이션막이 형성된다.

도 13은 종래의 CF-on-TFT 구조의 LCD용 기판의 1 화소 영역의 일례의 평면도, 도 14는 도 13의 B-B 단면도이다

. TFT 기판(100)에는 투명 절연성 기판(101) 상에 게이트 버스 라인(GB)(102)이 형성되어 있다. 그 위에는 전면에 

절연막(103)이 형성되고, 절연막(103)을 개재하여 게이트 버스 라인(102)에 교차하여 드레인 버스 라인(DB)(104)이

형성되어 있다. 게이트 버스 라인(102) 및 드레인 버스 라인(104)에 의해 획정되는 영역이 화소 영역이 된다. 그리고,

게이트 버스 라인(102) 및 드레인 버스 라인(104)의 교차 위치 근방에 TFT(105)가 형성된다.

TFT(105)는 상부 금속층(106a) 및 오믹 컨택트층(107a)으로 구성되는 드레인 전극(108)을 갖고 그 단부가 게이트 

버스 라인(102) 상측에 형성된 채널 보호막(109) 상의 단부에 위치하도록 형성되어 있다. 상부 금속층(106b) 및 오믹

컨택트층(107b)으로 구성되는 소스 전극(110)은 드레인 전극(108)과 마찬가지로 하여 채널 보호막(109)의 타단부측

에 형성되어 있다. 절연막(103)과 채널 보호막(109) 사이에는 동작 반도체층(111)이 형성되고, 동작 반도체층(111)

은 오믹 컨택트층(107a, 107b)과 접속되어 있다. 이러한 구성의 TFT(105)에서, 채널 보호막(109) 바로 아래의 게이

트 버스 라인(102) 영역이 게이트 전극으로서 기능하고, 이들 사이의 영역에 있는 절연막(103)이 게이트 절연막으로

서 기능한다.

TFT(105)의 상층에는 질화 실리콘(Si 3 N x ; 이하 「SiN」이라고 기재함)의 패시베이션막(112)이 형성되고, 패시

베이션막(112)을 개재하여 화소 영역 내에 수지 CF층(113)이 형성되어 있다. 수지 CF층(113) 상에는 오버코트(OC)

층(114)이 형성되고, OC층(114) 상에 투명 산화 전극막을 패터닝하여 화소 전극(115)이 형성되어 있다. 화소 전극(1

15)은 OC층(114) 및 패시베이션막(112)을 관통하는 컨택트 홀(116a)을 통하여 소스 전극(110)에 접속되어 있다. 마

찬가지로, 화소 전극(115)은 축적 용량 버스 라인(CB)(117) 상에 절연막(103)을 개재하여 형성된 축적 용량 전극(11

8)에도 컨택트 홀(116b)을 개재하여 접속되어 있다.

이와 같이, 종래의 CF-on-TFT 구조의 TFT 기판에서는 TFT(105)와 수지 CF층(113)과의 사이에 SiN의 패시베이

션막(112)이 형성된다. 수지 CF층(113)에는, 예를 들면 색 성분으로서 안료를 분산한 수지가 이용되기 때문에, 패시

베이션막(112)을 형성함으로써, 안료의 무기 성분이 동작 반도체층(111) 등으로 확산하는 것을 방지하고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, TFT의 상층에 SiN의 패시베이션막을 개재하여 수지 CF층을 형성하면, SiN 표면의 수산기(OH기)의 상태가 

경시적으로 변화함으로써 패시베이션막과 수지 CF층과의 밀착력이 저하하게 되어, 수지 CF층 형성 시에는 SiN 표면

으로부터 CF가 박리되게 되거나, TFT에 도달하는 컨택트 홀 형성 시에는 수지 CF층의 에칭 잔사가 컨택트 홀 내에 

남게 되는 문제가 있었다. 이러한 CF의 잔사나 박리에 의해 색 순도 불량과 같은 문제가 발생하고, 또한 컨택트 홀 내

에 성막하는 화소 전극 재료의 패턴 불량에 의해 화소 전극과 TFT가 컨택트되지 않는다고 하는 문제가 발생하는 경

우도 있다.

특허 문헌 1 : 일본 특개평 6-202153호 공보
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특허 문헌 2 : 일본 특개평 10-39292호 공보

본 발명은 이러한 점을 감안하여 이루어진 것으로, CF의 잔사나 박리가 없고, 도통 불량이 없는 CF-on-TFT 구조의 

LCD용 기판 및 그와 같은 LCD용 기판을 이용한 LCD를 제공하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명에서는, 상기 과제를 해결하기 위해, 도 1에 예시하는 구성으로 실현 가능한 LCD용 기판이 제공된다. 본 발명

의 LCD용 기판은 복수의 화소 영역에 각각 형성된 화소 전극과 상기 화소 전극을 구동하는 스위칭 소자와의 사이에 

형성된 패시베이션막과, 상기 패시베이션막 상에 형성된 CF층을 갖는 LCD용 기판에서, 상기 패시베이션막은 SiN층

과 산화 실리콘(SiO x ; 이하 「SiO」라고 기재함)층 또는 산질화 실리콘(SiO x N Y ; 이하 「SiON」이라고 기재함)

층과의 적층 구조를 갖고, 상기 CF층에 접하여 상기 SiO층 또는 상기 SiON층이 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.

LCD용 기판으로서 도 1에 도시한 바와 같은 구성의 TFT 기판(1)에 따르면, 화소 전극(18)과 스위칭 소자인 TFT(2)

와의 사이에 형성되는 패시베이션막(14)이 SiN층(14a, 14b), SiO층(14c)의 적층 구조를 갖고 있다. 그 중, SiO층(14c

)은 최상층에 형성되고, 상층에 형성되어 있는 수지 CF층(15)에 접하고 있다. SiO층(14c)은 그 표면 상태의 경시 변

화가 작아, 안정되어 있기 때문에, 그 위에 수지 CF층(15)을 형성해도 CF의 박리가 발생하기 어렵고, 또한 수지 CF층

(15)을 에칭해도 CF의 잔사가 발생하기 어렵다. SiO층(14c) 대신에 SiON층을 이용해도 마찬가지이다.

또한, 본 발명에서는 복수의 화소 영역에 각각 형성된 화소 전극과 상기 화소 전극을 구동하는 스위칭 소자와의 사이

에 형성된 패시베이션막과, 상기 패시베이션막 상에 형성된 CF층을 갖는 LCD용 기판과, 상기 LCD용 기판에 대향 배

치되는 대향 기판과, 상기 LCD용 기판과 상기 대향 기판과의 사이에 협지된 액정층을 갖는 LCD에 있어서, 상기 LCD

용 기판은 상기 패시베이션막이 SiN층과 SiO층 또는 SiON층과의 적층 구조를 갖고, 상기 CF층에 접하여 상기 SiO층

또는 상기 SiON층이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 LCD가 제공된다.

이러한 LCD에 따르면, LCD용 기판에 CF의 잔사나 박리가 발생하기 어렵기 때문에, 그 도통 불량의 발생이 억제되고

, 이것을 이용하여 제조되는 LCD의 표시 특성, 신뢰성이 향상하게 된다.

〔제1 실시 형태〕

이하, 본 발명의 제1 실시 형태를 TFT가 형성된 TFT 기판을 LCD용 기판으로서 이용하는 LCD에 적용한 경우를 예

로 들어, 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

(실시예 1-1)

우선 실시예 1-1에 대하여 설명한다.

도 1은 실시예 1-1의 TFT 기판의 TFT 부분의 주요부 단면도, 도 2는 실시예 1-1의 TFT 기판의 1 화소 영역의 평

면도이다. 단, 도 1은 도 2의 A-A 단면을 도시하고 있다. 실시예 1-1의 LCD는 스위칭 소자로서 도 1 및 도 2에 도시

한 바와 같은 TFT(2)가 형성된 TFT 기판(1)과, 공통 전극 등이 형성된 대향 기판을 접합하고, 그 사이에 액정을 봉입

한 구조를 갖는다.

이러한 LCD에 이용되는 TFT 기판(1)에는, 투명 절연성 기판으로서의 유리 기판(3) 상에, 알루미늄(Al)계 금속층(4a)

을 개재하여 티탄(Ti), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo) 등의 고융점 금속층(4b)이 적층하여 형성되고, 복수의 게이트 버스 라

인(4)(단, 도 2에는 1개만 도시함)이 형성되어 있다. 그 위에는 전면에 SiN으로 이루어지는 절연막(5)이 형성되고, 절

연막(5)을 개재하여 게이트 버스 라인(4)에 교차하여 고융점 금속으로 이루어지는 복수의 드레인 버스 라인(6)(단, 도

2에는 2개만 나타냄)이 형성되어 있다. 게이트 버스 라인(4) 및 드레인 버스 라인(6)에 의해 획정되는 영역이 TFT 기

판(1)의 화소 영역이 된다. TFT(2)는 이들 게이트 버스 라인(4) 및 드레인 버스 라인(6)의 교차 위치 근방에 형성되어

있다. 이와 같이 TFT(2)가 형성된 각 화소 영역에는 그 부분의 대략 중앙을 가로 지르는 축적 용량 버스 라인(7)이 게

이트 버스 라인(4)과 평행하게 형성되어 있다. 축적 용량 버스 라인(7)은 게이트 버스 라인(4)과 마찬가지로, Al계 금

속층 및 고융점 금속층의 적층 구조로 구성되어 있다.

TFT(2)는 고융점 금속으로 이루어지는 상부 금속층(8a) 및 n + 형 비정질 실리콘(a-Si)으로 이루어지는 오믹 컨택

트층(9a)으로 구성되는 드레인 전극(10)을 갖고, 그 단부가 게이트 버스 라인(4) 상에 형성된 채널 보호막(11) 상의 

일단부에 위치하도록 형성되어 있다. 상부 금속층(8a)은 드레인 버스 라인(6)에 접속되고, TFT(2)의 드레인 전극(10)

이 드레인 버스 라인(6)에 접속된 상태로 되어 있다. 한편, 상부 금속층(8b) 및 오믹 컨택트층(9b)으로 구성되는 소스 

전극(12)은 드레인 전극(10)과 마찬가지로 채널 보호막(11)의 타단부측에 형성되어 있다. 절연막(5)과 채널 보호막(1
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1) 사이에는 a-Si로 이루어지는 동작 반도체층(13)이 형성되고, 동작 반도체층(13)은 오믹 컨택트층(9a, 9b)과 접속

되어 있다. 이러한 구성의 TFT(2)에서, 채널 보호막(11) 바로 아래의 게이트 버스 라인(4) 영역이 게이트 전극으로서

기능하고, 이들 사이의 영역에 있는 절연막(5)이 게이트 절연막으로서 기능한다.

TFT(2)의 상층에는 SiN층(14a, 14b) 및 SiO층(14c)을 적층한 패시베이션막(14)이 형성되고, 패시베이션막(14)을 

개재하여 화소 영역 내에 수지 CF층(15)이 형성되어 있다. 수지 CF층(15)에는 소스 전극(12)의 바로 위쪽, 및 축적 

용량 버스 라인(7) 상에 절연막(5)을 개재하여 형성된 축적 용량 전극(16)의 바로 위쪽의 패시베이션막(14)에 도달하

는 컨택트 홀(15a, 15b)이 각각 형성되어 있다. 컨택트 홀(15a, 15b)이 형성된 수지 CF층(15) 상에는 절연성 유기 수

지 재료를 이용하여 OC층(17)이 형성되어 있다. OC층(17) 상에 ITO(Indium Tin Oxide) 등으로 이루어지는 투명 도

전막이 패터닝되어 화소 전극(18)이 형성되어 있다. 화소 전극(18)은 수지 CF층(15)의 컨택트 홀(15a)이 형성된 영

역에, 또한 OC층(17) 및 패시베이션막(14)을 관통하여 형성된 컨택트 홀(19a)을 개재하여 소스 전극(12)에 접속되어

있다. 마찬가지로, 화소 전극(18)은 OC층(17) 및 패시베이션막(14)을 관통하는 컨택트 홀(19b)을 통하여 축적 용량 

전극(16)에도 접속되어 있다.

상기 구성의 TFT 기판(1)에서, 수지 CF층(15)의 컨택트 홀(15a)을 제외한 영역에서 TFT(2)와 수지 CF층(15)과의 

사이에 형성되는 패시베이션막(14)은 유리 기판(3)측으로부터 순서대로 SiN층(14a, 14b) 및 SiO층(14c)이 적층된 

구조를 갖고 있다. 그 중, 최상층에 형성되는 SiO층(14c)은 그 표면 OH기의 상태가 TFT 기판(1)의 제조 환경 하에서

경시적으로 거의 변화하지 않는다. 그 때문에, 패시 베이션막(14)의 최상층을 SiO층(14c)으로 함으로써, 수지 CF층(

15)은 직접 SiO층(14c) 상에 형성되어, 패시베이션막(14)과 수지 CF층(15)과의 사이의 밀착력의 저하를 억제할 수 

있다. 이에 의해, 수지 CF층(15)의 형성 시에 발생하는 CF의 패시베이션막(14)으로부터의 박리를 대폭 억제하고, 컨

택트 홀(15a, 15b)의 형성 시에 발생하는 CF의 잔사나 박리의 발생을 대폭 억제할 수 있다.

단, SiO층(14c)을 두껍게 형성하면, 그 막 두께에 의해서는 패시베이션막(14)이 단면 역테이퍼 형상으로 에칭되게 되

는 경우가 발생할 수 있다. 이것은 패시베이션막(14)의 에칭에는 통상 불소계 가스가 이용되지만, SiO층(14c)은 그 

하층에 형성된 SiN층(14a, 14b)에 비하여 에칭레이트가 느리기 때문이다. 패시베이션막(14)이 이러한 단면 역테이퍼

형상이 되면, 그 후의 화소 전극(18) 형성 시에 투명 도전막 재료가 성막되지 않는 부분이 생기게 되어, TFT(2)의 소

스 전극(12)과 화소 전극(18), 혹은 축적 용량 전극(16)과 화소 전극(18)이 컨택트되지 않는 경우가 발생할 수 있다. 

그 때문에, 전체적으로 200㎚∼400㎚ 정도의 막 두께로 패시베이션막(14)을 형성하는 경우, 그 최상층에 형성하는 S

iO층(14c)의 막 두께는 20㎚ 이하로 하는 것이 바람직하다. 또한, SiO층(14c)은 그 표면 상태의 효과를 확실하게 얻

기 위해서는 막 두께를 3㎚ 이상으로 형성하는 것이 바람직하다.

또한, 패시베이션막(14)의 SiN층(14a, 14b)은 상층측의 SiN층(14b)보다도 하층측의 SiN층(14a)을 두꺼운 막으로 형

성하고, 이들에 포함되는 Si 원자의 농도(Si 농도)가, 상층측>하층측의 관계를 만족시키도록 형성한다. 혹은 SiN층(14
a, 14b) 내의 Si 원자에 결합하는 H 원자의 농도(Si-H 농도)가, 상층측>하층측의 관계를 만족시키도록 형성한다. 이
와 같이, 패시베이션막(14)에 포함되는 SiN의 Si 원자와 N 원자의 조성을 변화시켜, 상하층의 Si 농도 혹은 Si-H 농

도를 조정함으로써, 이들의 에칭레이트를 제어하여, 패시베이션막(14)이 단면 순테이퍼 형상으로 에칭되게 한다.

다음으로 상기 TFT 기판(1)의 제조 방법을 도 3 내지 도 12를 참조하여 상세히 설명한다. 도 3은 게이트 버스 라인 

형성 공정의 설명도, 도 4는 절연막 형성 공정의 설명도, 도 5는 채널 보호막 형성 공정의 설명도, 도 6은 오믹층 및 

금속층 형성 공정의 설명도, 도 7은 전극 및 동작 반도체층 형성 공정의 설명도, 도 8은 패시베이션막 형성 공정의 설

명도, 도 9는 CF층 형성 공정의 설명도, 도 10은 OC층 형성 공정의 설명도, 도 11은 화소 전극 접속용 컨택트 홀 형성

공정의 설명도, 도 12는 화소 전극 형성 공정의 설명도이다. 단, 도 3 내지 도 12에서는 도 1 및 도 2에 도시한 요소에

대해서는 동일한 부호를 붙이고, 상세한 설명은 생략한다.

우선, 게이트 버스 라인 형성 공정에 대하여 설명한다. 게이트 버스 라인(4)의 형성은, 도 3에 도시한 바와 같이 유리 

기판(3) 상에 필요에 따라 SiO x 등의 보호막을 형성하고, 전면에 예를 들면 Al 또는 Al 합금을 스퍼터링법에 의해 막

두께 약 130㎚로 성막한다. 또한 그 위에 예를 들면 Ti 또는 Ti 합금 등의 고융점 금속을 스퍼터링법에 의해 막 두께 

약 70㎚로 연속적으로 성막한다. 이에 의해, 유리 기판(3) 상에 합계 약 200㎚의 막 두께의 금속층이 형성된다. 이 금

속층 형성에 이용하는 Al 합금으로서는, Al에, 네오디뮴(Nd), 규소(Si), 구리(Cu), Ti, 텅스텐(W), 탄탈(Ta), 스칸듐(S

c) 등을 1종 또는 2종 이상 포함하는 재료를 이용할 수 있다. 또한, 금속층 형성에 이용하는 고융점 금속으로서는, 상

기 Ti, Ti 합금 외에, Cr, Mo, Ta, W 및 이들을 포함하는 합금 등을 이용할 수 있다.

계속해서, 기판 전면에 레지스트층을 형성한 후, 포토마스크 혹은 레티클 등의 제1 마스크를 이용하여 노광하여 레지

스트 마스크를 형성한다. 그리고, 염소계 가스를 이용한 드라이 에칭에 의해, 도 3에 도시한 바와 같은 Al계 금속층(4

a)과 고융점 금속층(4b)의 적층 구조를 형성하여, 게이트 버스 라인(4)을 형성한다. 그 때, 도 2에 도시한 축적 용량 

버스 라인(7)도 동시에 형성하고, 또한 도시하지 않지만 게이트 버스 라인(4) 및 축적 용량 버스 라인(7)의 단자 형성 

위치에 단자 전극을 동시에 형성한다.
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다음으로 절연막 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 3에 도시한 바와 같이 게이트 버스 라인(4)을 형성하고, 도 2에 도

시한 축적 용량 버스 라인(7)을 형성한 후, 도 4에 도시한 바와 같이 SiN을 플라즈마 CVD(Chemical Vapor Depositi

on)법에 의해 막 두께 약 400㎚로 기판 전면에 성막하여 절연막(5)을 형성한다. 이 절연막(5)은, 상술한 바와 같이 일

부가 게이트 절연막으로서 기능하도록 된다. 계속해서, a-Si층(13a)을 플라즈마 CVD법에 의해 막 두께 약 30㎚로 기

판 전면에 성막하고, 또한 SiN층(11a)을 플라즈마 CVD법에 의해 막 두께 약 120㎚로 기판 전면에 성막한다.

다음으로 채널 보호막 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 4에 도시한 절연막(5), a-Si층(13a) 및 SiN층(11a) 형성 후

에는 스핀코팅 등에 의해 기판 전면에 포토 레지스트를 도포하고, 유리 기판(3)에 대하여 게이트 버스 라인(4) 및 축

적 용량 버스 라인(7)을 마스크로 한 배면 노광을 행하고, 자기 정합적으로 게이트 버스 라인(4) 바로 위쪽 및 축적 용

량 버스 라인(7) 바로 위쪽의 영역만을 미노광 영역으로 한다. 이어서, 순방향으로 제2 마스크를 이용하여 노광하고, 

채널 보호막(11)을 형성하는 영역 위에만 포토 레지스트가 잔존하는 레지스트 패턴을 형성한다. 이것을 에칭 마스크

로 하여 도 4에 도시한 SiN층(11a)에 대하여 불소계 가스를 이용한 드라이 에칭을 행하여, 도 5에 도시한 바와 같이 

채널 보호막(11)을 형성한다.

다음으로 오믹층 및 금속층 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 5에 도시한 채널 보호막(11)의 형성 후에는 희불산을 이

용하여 a-Si층(13a) 표면을 세정하여 자연 산화막을 제거하고, 그 후 빠르게, 도 6에 도시한 바와 같이 n + 형 a-Si

층(9c)을 플라즈마 CVD법에 의해 막 두께 약 30㎚로 기판 전면에 형성한다. 계속해서, n + 형 a-Si층(9c) 상에, 도 1

또는 도 2에 도시한 드레인 버스 라인(6), 드레인 전극(10), 소스 전극(12), 축적 용량 전극(16)을 형성하기 위한 Ti(

또는 Ti 합금)/Al(또는 Al 합금)/Ti(또는 Ti 합금)로 이루어지는 금속층(20)을 스퍼터링법에 의해 각각 막 두께 약 20

㎚/약 75㎚/약 40㎚로 성막한다. 또한, 이 금속층(20)에는 Ti 이외에도 Cr, Mo, Ta, W 등의 고융점 금속 및 이들을 

포함하는 합금도 이용할 수 있다. n + 형 a-Si층(9c)은 금속층(20)과 a-Si층(13a)을 양호하게 접속하기 위한 오믹층

으로서 기능한다.

다음으로 전극 및 동작 반도체층 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 6에 도시한 바와 같이 n + 형 a-Si층(9c) 상에 금

속층(20)을 형성한 후, 기판 전면에 포토 레지스트층을 형성하고, 제3 마스크를 이용하여 포토 레지스트층을 노광한 

후, 현상하여 레지스트 패턴을 형성한다. 이 레지스트 패턴을 마스크로 하여, 도 6에 도시한 금속층(20), n + 형 a-Si

층(9c) 및 a-Si층(13a)에 대하여 염소계 가스를 이용한 드라이 에칭을 행한다. 이에 의해, 도 7에 도시한 바와 같이 

상부 금속층(8a, 8b) 및 오믹 컨택트층(9a, 9b)을 형성하여 드레인 전극(10) 및 소스 전극(12)을 형성하여, 동작 반도

체층(13)을 형성한다. 그 때에는 도 2에 도시한 드레인 버스 라인(6) 및 축적 용량 전극(16)도 형성한다. 이 에칭 처리

에서, 채널 보호막(11)은 에칭 스토퍼로서 기능한다. 이상의 공정에 의해 유리 기판(3) 상에 TFT(2)가 형성된다.

다음으로 패시베이션막 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 7에 도시한 TFT(2)를 형성한 후, 도 8에 도시한 바와 같이 

기판 전면에 SiN층(14a, 14b), SiO층(14c)을 이 순서로 플라즈마 CVD법에 의해 각각 막 두께 약 180㎚, 약 20㎚, 약

5㎚로 성막하여, 패시베이션막(14)을 형성한다. 이 패시베이션막(14)은 다른 방법을 이용하여 형성하는 것도 가능하

다. 예를 들면, SiN층(14a, 14b)을 플라즈마 CVD법에 의해 각각 약 180㎚, 약 20㎚로 성막한 후, 기판 전면에 a-Si

층을 막 두께 약 5㎚로 성막하여 애싱 처리, 고압 산화, 열 산화, N 2 O 플라즈마 처리, N 2 +O 2 플라 즈마 처리 중 

적어도 1가지를 실시하여, 표면에 막 두께 약 5㎚의 SiO층을 형성할 수도 있다. 또한, SiN층(14a, 14b)을 플라즈마 C

VD법에 의해 각각 약 180㎚, 약 20㎚로 성막한 후, 기판 전면에 애싱 처리, 고압 산화, 열 산화, O 2 플라즈마 처리, 

UV 조사 중 적어도 1가지를 실시하여, 표면에 막 두께 약 5㎚의 SiO층을 형성할 수도 있다.

SiO층(14c)은 여기서는 막 두께 약 5㎚으로 하였지만, 상술한 바와 같이 막 두께 3㎚∼20㎚의 범위에서 형성할 수 있

고, 그에 따라 SiN층(14a, 14b)의 막 두께를 적당하게 변경하도록 해도 된다. 또, SiN층(14a, 14b)은, 적당한 성막 조

건으로 1층째의 SiN층(14a)을 성막한 후, 성막 조건을 변경하여 2층째의 SiN층(14b)을 연속 성막하고, 이들 양층의 

Si 농도 또는 Si-H 농도가, 상술한 바와 같이, 상층측>하층측이 되도록 형성한다.

다음으로 CF층 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 8에 도시한 패시베이션막(14)의 형성 후에는, 도 9에 도시한 바와 

같이 각각의 화소 영역에 대하여 소정 색의 수지 CF층(15)을 형성한다. 수지 CF층(15)은 기판 위에 스트라이프 형상

으로 형성한다. 예를 들면 적색 수지를 수지 CF층(15)으로서 형성하는 경우에는, 우선 적색의 안료를 분산시킨 아크

릴계 네가티브형 감광성 수지를 스핀 코터나 슬릿 코터 등을 이용하여 기판 전면에 막 두께 약 170㎚로 도포한다. 계

속해서, 대형 마스크를 이용한 근접 노광에 의해서, 적색 수지를 형성하는 소정의 복수열에 스트라이프 형상으로 적색

수지가 남도록 패턴을 노광한다. 마지막으로, 수 산화칼륨(KOH) 등의 알칼리 현상액을 이용하여 현상하여, 적색의 

수지 CF층(15)을 형성한다. 이 때, 이 소정 열에의 수지 CF층(15)의 형성과 동시에, 수지 CF층(15)에 소스 전극(12)

의 바로 위쪽의 패시베이션막(14)에 도달하는 컨택트 홀(15a)을 형성한다. 또한, 수지 CF층(15)에는 도 2에 도시한 

축적 용량 전극(16)의 바로 위쪽의 영역에서도, 패시베이션막(14)에 도달하도록 컨택트 홀(15b)을 동시에 형성한다. 

이에 의해, 이 화소 영역에 적색의 분광 특성이 부여됨과 함께, 외광의 TFT(2)로의 입사를 저해하는 차광 기능이 부

여되게 된다.

청색, 녹색의 화소 영역에 대해서도 마찬가지로 형성된다. 즉, 청색의 화소 영역에 대해서는 청색의 안료를 분산시킨 

아크릴계 네가티브형 감광성 수지를 도포하여 패터닝하고, 적색 수지를 형성한 열의 이웃의 열에 스트라이프 형상으
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로 청색의 수지 CF층을 형성한다. 동시에, 이 청색 화소 영역의 TFT의 소스 전극 및 축적 용량 전극에 도달하는 컨택

트 홀을 각각 개구한다. 또한, 녹색의 화소 영역에 대해서는 녹색의 안료를 분산시킨 아크릴계 네가티브형 감광성 수

지를 도포하여 패터닝하여, 청색 수지를 형성한 열의 이웃의 열에 스트라이프 형상으로 녹색의 수지 CF층을 형성한

다. 동시에, 이 녹색 화소 영역의 TFT의 소스 전극 및 축적 용량 전극에 도달하는 컨택트 홀을 각각 개구한다. 이에 

의해, 각각의 화소 영역에 청색 또는 녹색의 분광 특성이 부여됨과 함께, 외광의 TFT로의 입사를 저해하는 차광 기능

이 부여되게 된다.

이와 같이 수지 CF층(15)에 컨택트 홀(15a, 15b)을 개구할 때에는 수지 CF층(15)이 패시베이션막(14)의 최상층에 

형성된 SiO층(14c) 상에 직접 형성되어 있기 때문에, 수지 CF층(15)의 밀착성이 좋고, CF의 잔사나 박리의 발생이 

억제된다.

다음으로 OC층 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 9에 도시한 바와 같이 수지 CF층(15)을 형성한 후, 도 10에 도시한 

바와 같이 OC층(17)을 형성한다. OC층(17)은 수지 CF층(15)의 형성과 마찬가지로, OC 수지를 스핀 코터나 슬릿 코

터 등을 이용하여 수지 CF층(15) 형성 후의 기판 전면에 도포하고, 온도 140℃ 이하로 가열 처리한다. 여기서 사용하

는 OC 수지는 절연성이며 네가티브형 감광성을 갖는 아크릴계 수지이다. 계속해서, 대형 마스크를 이용하여 근접 노

광하고, KOH 등을 이용하여 현상하여 OC층(17)을 형성한다. OC층(17)은 적어도 단자 형성 영역의 전극 재연결 영

역이 개구되어, 단자 형성 영역에서는 바닥부로부터 단자 전극, 절연막(5), 패시베이션막(14)을 노출시키도록 한다. 

또한, OC층(17)에는 도 10에 도시한 바와 같이, 수지 CF층(15)에 형성한 컨택트 홀(15a)에 위치를 맞추어서 컨택트 

홀(21)을 형성한다. 이 때에는, 도 2에 도시한 축적 용량 전극(16) 영역에서도 마찬가지로, 컨택트 홀(15b)에 위치를 

맞추어서 OC층(17)에 컨택트 홀을 형성한다.

다음으로 화소 전극 접속용 컨택트 홀 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 10에 도시한 바와 같이 OC층(17)에 컨택트 

홀(21)을 형성한 후, 도 11에 도시한 바와 같이, 이 OC층(17)을 마스크로 하여 불소계 가스를 이용한 드라이 에칭을 

행한다. 이에 의해, 컨택트 홀(21)로 개구된 영역의 패시베이션막(14)을 제거하고, 소스 전극(12)에 도달하는 컨택트 

홀(22)을 형성한다. 그 때에는, 도 2에 도시한 축적 용량 전극(16) 영역에서도 마찬가지로, 패시베이션막(14)을 제거

하여 축적 용량 전극(16)에 도달하는 컨택트 홀을 형성한다. OC층(17)의 컨택트 홀(21)과 패시베이션막(14)의 컨택

트 홀(22)에 의해, OC층(17) 표면으로부터 소스 전극(12)까지 관통하는 화소 전극 접속용 컨택트 홀(19a)이 형성된

다. 마찬가지로, 축적 용량 전극(16) 영역에서도, OC층(17)의 컨택트 홀과 패시베이션막(14)의 컨택트 홀에 의해서, 

OC층(17) 표면으로부터 축적 용량 전극(16)까지 관통하는 도 2에 도시한 바와 같은 화소 전극 접속용 컨택트 홀(19b

)이 형성된다.

여기서 패시베이션막(14)은 상층측으로부터 SiO층(14c), SiN층(14b, 14a)의 순서대로 형성되어 있고, SiO층(14c)은

막 두께가 3㎚∼20㎚의 범위에서 형성되고, SiN층(14b, 14a)은 그 Si 농도 또는 Si-H 농도가 조정되어 있다. 이에 의

해, 각층의 에칭레이트가 제어되어, 패시베이션막(14)에 형성되는 컨택트 홀(22)이 단면 순테이퍼 형상으로 형성된다

. 즉, 화소 전극 접속용 컨택트 홀(19a)의 개구 단면적은 수지 CF층(15)>OC층(17)>SiO층(14c)>SiN층(14a)의 순서
로 된다. 컨택트 홀(19b)에 대해서도 동일하다. 또, 여기서 말하는 개구 단면적이란, 각 층에 형성되어 있는 개구 부분

중에서 그 개구 단면적이 최소가 되는 부분에서의 값을 나타내고 있다. 또한, 컨택트 홀(19a)의 개구 단면적은 수지 C

F층(15)>OC층(17)≥SiO층(14c)≥SiN층(14a)의 관계를 만족시키면 된다.

다음으로 화소 전극 형성 공정에 대하여 설명한다. 도 11에 도시한 바와 같이 OC층(17) 표면으로부터 소스 전극(12)

까지 관통하는 화소 전극 접속용 컨택트 홀(19a)을 형성한 후에는 우선 ITO를 스퍼터링 등의 박막 형성 방법에 의해 

막 두께 약 70㎚로 형성한다. 계속해서, 형성한 ITO 상에 소정 패턴의 레지스트 마스크 를 형성하고, 옥살산계 에칭제

를 이용한 웨트 에칭을 행하여, 도 12에 도시한 바와 같이 컨택트 홀(19a)을 개재하여 소스 전극(12)에 접속된 화소 

전극(18)을 형성한다. 마찬가지로, 도 2에 도시한 축적 용량 전극(16)과 화소 전극(18)은 컨택트 홀(19b)에 형성된 I

TO에 의해 접속된다.

마지막으로, 온도 150℃∼230℃의 범위 내, 바람직하게는 온도 약 200℃로 열 처리를 행하여 TFT 기판(1)을 완성한

다.

이와 같이 형성된 TFT 기판(1)은 그 TFT(2) 형성면측에 배향막이 형성된 후, 공통 전극이 형성된 대향 기판과 접합

되고, 또한 이들 사이에 액정이 봉입된다. 그리고, TFT 기판(1) 및 대향 기판의 외면측에 각각 편광 필름을 접착하여,

LCD가 형성된다.

(실시예 1-2)

다음으로 실시예 1-2에 대하여 설명한다.

상기 실시예 1-1에서는, 패시베이션막(14)을 SiN층(14a, 14b) 및 SiO층(14c)의 적층 구조로 하였지만, TFT 기판(1)
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에 형성하는 패시베이션막(14)은 SiN층(14a, 14b) 및 SiON층의 적층 구조로 할 수 있게 된다. SiON층은 상기 SiO층

(14c)과 동일하게, 그 막 두께가 3㎚∼20㎚로 되도록 형성하는 것이 바람직하다. 이와 같이 패시베이션막(14)에 SiO

층(14c) 대신에 SiON층을 이용하여도, SiO층(14c)인 경우와 마찬가지의 효과가 얻어진다. 이 SiON층은 SiO층(14c)

과 동일하게, SiN층(14a, 14b) 형성 후에 플라즈마 CVD법에 의해 형성할 수 있다. 또한, a-Si층 형성 후에 애싱 처리

, 고압 산화, 열 산화, N 2 O 플라즈마 처리, N 2 +O 2 플라즈마 처리 중 적어도 하나를 실시하여 SiON층을 형성할 

수도 있다. 또한, SiN층(14a, 14b) 형성 후에 애싱 처리, 고압 산화, 열산화, O 2 플라즈마 처리, UV 조사 중 적어도 

하나를 실시하여 SiON층을 형성할 수도 있다.

또, 상기한 실시예 1-1, 1-2에서는 패시베이션막이 2층 구조의 SiN층을 갖고 있는 경우에 대하여 설명했지만, 패시

베이션막의 SiN층을 3층 이상으로 구성하는 것도 가능하고, 또한 1층으로 구성하는 것도 가능하다.

이상 설명한 바와 같이, LCD에 이용하는 TFT 기판에서, TFT와 수지 CF층 사이에 형성하는 패시베이션막을 SiN층

과 SiO층 또는 SiON층과의 적층 구조로 하고, 그 최상층에 SiO층 또는 SiON층을 형성하도록 하였다. 이에 의해, 패

시베이션막과 수지 CF층과의 밀착력의 저하가 억제되게 된다. 그 때문에, 수지 CF층을 형성할 때의 CF의 박리의 발

생을 억제하고, 수지 CF층에 컨택트 홀을 형성할 때의 CF의 잔사나 박리의 발생을 억제할 수 있게 된다.

또한, SiO층 혹은 SiON층의 막 두께를 제어함으로써, 패시베이션막에 형성하는 컨택트 홀을, 단면 순테이퍼 형상이 

되도록 형성할 수 있다. 또, 2층 이상의 SiN층을 갖는 패시베이션막에서는, 이들 SiN층에 대하여 Si 농도 또는 Si-H 

농도를 조정함으로써, 컨택트 홀을 단면 순테이퍼 형상으로 형성하는 것이 가능해진다. 이에 의해, 소스 전극과 화소 

전극 사이, 축적 용량 전극과 화소 전극의 사이의 접속이 양호하고, 도통 불량의 없는 TFT 기판을 고수율로 형성할 

수 있게 된다.

이러한 TFT 기판에 따르면, CF층에 신규한 수지를 이용하지 않고, 표시 특성이 우수한, 신뢰성이 높은, 고성능의 TF

T 기판이 실현되고, 또한 LCD가 실현된다. 또한, 어레이 기판측에 수지 CF층을 형성함과 함께, 그것에 차광 기능을 

부가했기 때문에, LCD의 제조 공정을 전체적으로 간략화할 수 있다. 또한, 대향 기판과의 접합 정밀도가 다소 낮아도,

넓은 개구율로 고정밀의 LCD를 양산하는 것이 가능해진다. 그에 따라, 종래 제안되고 있는, 예를 들면 CF층과 패시

베이션막과의 사이에 CF의 박리 방지를 위해 헥사 메틸디실라잔(HMDS) 등의 밀착재를 형성하거나, 특별한 차광 패

턴을 형성한 구조로 하는 것이 불필요하게 된다.

또한, 상기한 패시베이션막의 적층 구조를 CF-on-TFT 구조의 TFT 기판 외에, CF-on-TFT 구조를 취하지 않는 T

FT 기판에도 적용할 수 있다. 즉, CF-on-TFT 구조를 취하지 않는 TFT 기판에서도, TFT와 화소 전극과의 사이에 

형성되는 패시베이션막을 상기한 바와 같은 SiN층과 SiO층의 적층 구조 혹은 SiN층과 SiON층의 적층 구조로 한다. 

그에 따라, 패시베이션막 표면의 안정성을 유지하는 것이 가능하게 되고, 또한 컨택트 홀을 단면 순테이퍼 형상이 되

도록 형성하는 것이 가능하게 되기 때문에, 화소 전극 형성 후의 도통 불량의 발생을 억제할 수 있게 된다.

또, CF-on-TFT 구조를 취하지 않는 TFT 기판에서, SiN 등과 같은 무기 절연 재료로 이루어지는 패시베이션막 대

신에, 절연성 유기 수지 재료를 이용한 OC층을 형성하면, 그 막 두께를 3000㎚ 정도까지 두껍게 할 수 있다. 또한, O

C층은 그 유전율이 3 이하 정도이기 때문에, TFT의 기생 용량을 저감하고, 넓은 개구율을 실현하는 것이 가능해진다

. 그러나, TFT 기판 내에 이와 같이 두꺼운 막의 층이 포함 되면 그 층에 컨택트 홀 형성 후에 큰 단차가 형성되고, 또

한 컨택트 홀을 양호하게 단면 순테이퍼 형상으로 할 수 없다. 그에 따라, 상층에 형성되는 화소 전극의 단절 등을 초

래하여, 도통 불량을 야기하기 쉽게 되기 때문에, 상기한 바와 같은 SiN층과 SiO층의 적층 구조 혹은 SiN층과 SiON

층의 적층 구조를 갖는 패시베이션막을 이용하는 것이 유효하다.

〔제2 실시 형태〕

본 발명의 제2 실시 형태에 따른 액정 표시 장치용 기판 및 그것을 구비한 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 대하여 

도 15 내지 도 29를 이용하여 설명한다. 최근, 액정 표시 장치는 노트북 퍼스널 컴퓨터, TV, 모니터, 투사형 프로젝터

등에 이용되고, 그 수요가 증가함과 함께 요구도 다양화하고 있다. 액정 표시 장치는 일반적으로, 투명 전극을 구비한

2매의 기판과 그 기판 사이에 협지된 액정층으로 구성되어 있고, 투명 전극 사이에 전압을 인가함으로써 액정을 구동

하여 백 라이트 유닛으로부터의 광의 투과율을 제어하여 화상을 표시한다. 백 라이트를 사출한 광은 여러 요인에 의해

감쇠하여, 패널 표면에서의 최대 투과율은 3%∼10% 정도로 저하한다. 투과율 저하의 원인으로서는, 편광판이나 컬

러 필터에서의 광 흡수와 함께 화소 개구율의 크기를 예로 들 수 있다. 화소 개구율을 향상시키는 구조로서, TFT 기

판 위에 컬러 필터를 형성하는 CF-on-TFT 구조가 있다. CF-on-TFT 구조로 하면 TFT 기판과 대향 기판을 접합할

때의 위치 변동 마진이 불필요해지기 때문에, 화소 개구율을 향상시킬 수 있다.

도 15는 종래의 TFT 기판(100) 상의 3 화소분의 평면 구성을 나타내고 있다. 도 15에 도시한 바와 같이, TFT 기판(

100)은 유리 기판 위에 도면의 좌우 방향으로 연장되는 복수의 게이트 버스 라인(102)(도 15에서는 1개만 나타내고 

있다)과, 게이트 버스 라인(102)에 교차하여 도면의 상하 방향으로 연장되는 복수의 드레인 버스 라인(104)을 갖고 
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있다. 양 버스 라인(102, 104)의 교차 위치 근방에는 TFT(105)가 형성되어 있다. 도 15에 도시한 바와 같이, TFT(1

05)는 드레인 버스 라인(104)으로부터 분기한 드레인 전극(108)과, 드레인 전극(108)에 소정의 간극으로 대향하여 

배치된 소스 전극(110)과, 게이트 버스 라인(102) 중 드레인 전극(108) 및 소스 전극(110)과 일부 오버랩하는 부분(

게이트 전극)을 갖고 있다. 게이트 전극 상에는 동작 반도체층과 그 상층의 채널 보호막(109)이 형성되어 있다. 게이

트 버스 라인(102)과 드레인 버스 라인(104)으로 화소 영역이 획정된다. 각 화소 영역의 거의 중앙을 횡단하여 축적 

용량 버스 라인(117)이 게이트 버스 라인(102)과 평행하게 형성되어 있다. 각 화소 영역에는 수지 CF층(113)이 형성

되어 있다. 또한, 각 화소 영역의 수지 CF층(113) 상에는 화소 전극(115)이 형성되어 있다.

화소 전극(115)은 수지 CF층(113)을 관통하여 형성된 컨택트 홀(116a)을 개재하여 소스 전극(110)에 접속되어 있다

. 마찬가지로, 화소 전극(115)은 수지 CF층(113)을 관통하여 형성된 컨택트 홀(116b)을 개재하여 축적 용량 전극(11

8)에 접속되어 있다. 소스 전극(110) 상의 컨택트 홀(116a)과 축적 용량 전극(118) 상의 컨택트 홀(116b)의 바닥부는

TFT 기판(100) 표면을 향해 보았을 때, 종횡의 치수가 20㎛×20㎛인 거의 정방형의 윤곽 형상을 갖고 있다. 이 때문

에, 소스 전극(110) 은 컨택트 홀(116a)의 바닥부 개구에서의 접속용 영역을 화소 안쪽으로 연장하여 형성할 필요가 

발생하고, 축적 용량 전극(118)은 컨택트 홀(116b)의 바닥부 개구에서의 접속용 영역을 여분으로 형성할 필요가 발

생한다. 이들 접속용 영역에 의해 화소 개구율이 저하하고 있다.

수지 CF층(113)의 형성 재료(네가티브형 컬러 레지스트)는 해상도가 낮고, 또한 노광에 필요한 에너지도 크다. 그러

나, 수지 CF층(113)에는 고정밀한 패터닝이나 미세한 패터닝은 요구되지 않기 때문에, 일반적으로 컬러 필터의 형성 

공정에서는 포토마스크를 레지스트층에 근접 배치하여 노광하는 프록시미티(근접) 노광 장치가 이용된다. 프록시미

티 노광 장치에 의하면 높은 조도의 노광광을 조사하여 노광할 수 있기 때문에 짧은 타이밍으로 높은 생산 능력이 얻

어진다. 그러나, 근접 노광 방식으로서는 포토마스크를 투과한 광의 회절에 의해 높은 해상 능력이 얻어지지 못하기 

때문에, 구멍 형상이나 크기의 변동을 억제하여 수지 CF층(113)에 작은 직경의 컨택트 홀(116a, 116b)을 형성하는 

것이 곤란하다. 20㎛×20㎛의 거의 정방형의 바닥부 윤곽을 갖는 컨택트 홀을 개구하기 위해서는, 예를 들면 28㎛×2

8㎛의 더 큰 정방형의 차광 패턴을 형성한 포토마스크를 이용한다. 이와 같이, 컨택트 홀(116a)을 개재하여 소스 전

극(110)과 화소 전극(115)을 전기적으로 확실하게 접속시키기 위해서는, 컨택트 홀(116a) 바닥부의 개구 면적을 크

게 하지 않을 수 없다. 마찬가지로, 컨택트 홀(116b)을 개재하여 축적 용량 전극(118)과 화소 전극(115)을 전기적으

로 확실하게 접속시키기 위해서는, 컨택트 홀(116b) 바닥부의 개구 면적을 크게 하지 않을 수 없다. 이 때문에, 컨택

트 홀(116a, 116b)의 존재 에 의해 화소 개구율이 저하되게 된다. 해상 능력을 향상시키기 위해서는 고정밀도의 스테

퍼나 미러 프로젝션 방식의 얼라이너 등을 이용하는 것을 생각할 수 있지만, 이들 장치는 고가이며 생산 설비에 요하

는 비용이 비싸지게 됨과 함께, 택트 타임이 길어지게 되어 CF-on-TFT 구조의 제조 비용이 상승한다.

그래서, 본 실시 형태에서는, 프록시미티 노광 장치를 이용하여 저비용으로 화소 개구율을 향상시킨 CF-on-TFT 구

조를 얻을 수 있는 액정 표시 장치용 기판 및 그것을 구비한 액정 표시 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이하, 실

시예 2-1 내지 2-3를 이용하여 구체적으로 설명한다.

(실시예 2-1)

실시예 2-1에 따른 액정 표시 장치용 기판 및 그것을 구비한 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 대하여 도 16 내지 도

21을 이용하여 설명한다. 도 16은 본 실시예에 따른 TFT 기판(1) 상의 3 화소분의 평면 구성을 나타내고 있다. 도 1

7은 TFT 기판(1)의 R 화소의 일부 단면을 나타내고 있다. 도 17의 (a)는 도 16의 A-A선으로 절단한 TFT 기판(1)의

단면을 도시하고 있다.

도 17의 (b)는 도 16의 B-B선으로 절단한 TFT 기판(1)의 단면을 도시하고 있다. 도 16에 도시한 바와 같이, TFT 기

판(1)은 유리 기판(3) 상에 도면의 좌우 방향으로 연장되는 복수의 게이트 버스 라인(4)(도 16에서는 1개만 도시하고 

있다)과, 게이트 버스 라인(4)과 절연막(5)을 개재하여 교차하여 도면의 상하 방향으로 연장되는 복수의 드레인 버스 

라인(6)을 갖고 있다. 게이트 버스 라인(4)과 드레인 버스 라인(6)으로 화소 영역이 획정된다. 양 버스 라인(4, 6)의 교

차 위치 근 방에는 TFT(2)가 형성되어 있다. 도 16 및 도 17에 도시한 바와 같이, TFT(2)는 직선형 게이트 버스 라

인(4)의 일부 영역을 게이트 전극(4)으로서 이용하고, 게이트 전극(4) 상의 절연막(게이트 절연막)(5)을 개재하여 동

작 반도체층(13)을 갖고 있다. 게이트 전극(4) 상측의 동작 반도체층(13) 상면에는 채널 보호막(11)이 형성되어 있다.

채널 보호막(11) 상에서 전기적으로 분리되어 드레인 전극(10)과 소스 전극(12)이 형성되어 있다. 드레인 전극(10)은

드레인 버스 라인(6)에 접속되어 있다. 각 화소 영역의 거의 중앙을 횡단하여 축적 용량 버스 라인(7)이 게이트 버스 

라인(4)과 평행하게 형성되어 있다. 축적 용량 버스 라인(7)은 게이트 버스 라인(4)과 동일한 형성 금속으로 형성되어

있다. 축적 용량 버스 라인(7) 상에는 절연막(5)을 개재하여 축적 용량 전극(16)이 형성되어 있다. 각 화소 영역에는 

수지 CF층(15)이 형성되어 있다. 도 17의 (a), (b)에 도시한 바와 같이, 수지 CF층(15)은 TFT(2) 및 드레인 버스 라

인(6) 상에도 형성되어 있다. 또한, 각 화소 영역의 수지 CF층(15) 상에는 화소 전극(18)이 형성되어 있다.

화소 전극(18)은 수지 CF층(15)을 관통하여 형성된 컨택트 홀(19a)을 개재하여 소스 전극(12)에 접속되어 있다. 마

찬가지로, 화소 전극(18)은 수지 CF층(15)을 관통하여 형성된 컨택트 홀(19b)을 개재하여 축적 용량 전극(16)에 접

속되어 있다. 소스 전극(12) 상의 컨택트 홀(19a) 및 축적 용량 전극(16) 상의 컨택트 홀(19b)의 바닥부에는, 도 16에
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도시한 바와 같이 TFT 기판(1) 표면을 향해 보았을 때, 거의 평행한 2 선분과 그 2 선분의 대향 단부 사이가 외측으

로 볼록한 곡선으로 연결되어 각부가 라운딩을 띤 윤곽 형상을 갖고 있다. 또한,평행 2 선분에 평 행한 방향을 예를 들

면 가로 방향으로 하고, 그에 직교하는 방향을 세로 방향으로 하면 컨택트 홀(19a, 19b)의 바닥부 윤곽은 세로 방향과

가로 방향의 길이가 다르다. 본 실시예에서의 컨택트 홀(19a, 19b)은, 도 16에 도시한 바와 같이 게이트 버스 라인(4)

에 거의 평행한 평행 2 선분이 형성되고, 해당 2 선분의 대향 단부 사이가 외측으로 볼록형인 반원으로 연결된, 예를 

들면 육상 경기용 트랙과 같은 윤곽 형상을 갖고 있다. 장축(본 예에서는 가로 방향)과 단축(본 예에서는 세로 방향)의

길이의 비(장단축 길이비=단축 길이/장축 길이)는 0.5 이하가 되는 것이 바람직하다. 특히, 바닥부 윤곽 내의 면적이 

600㎛ 2 이하의 컨택트 홀에 대하여 상기 장단축 길이비를 적용하는 것이 바람직하다. 본 실시예에서는, 컨택트 홀(1

9a, 19b)의 단축의 길이는 10㎛이고 장축의 길이는 40㎛이다. 여기서, 장축의 길이는 종래의 컨택트 홀(116a, 116b)

의 20㎛보다 길고, 단축의 길이는 20㎛보다 짧게 하고 있다. 또, 도 17에 도시한 바와 같이, 컨택트 홀(19a, 19b)은 

개구단측 윤곽이 바닥부 윤곽보다 더 크게 형성되어, 깊이 방향으로 좁아지는 테이퍼 형상으로 형성되어 있다.

컨택트 홀(19a)은 단축 길이가 10㎛이고 장축 길이가 40㎛이지만, 장축 양단측은 반원 형상으로 형성되어 있기 때문

에, 바닥부 개구 면적은 약 375㎛ 2 정도가 되어 종래의 400㎛ 2 에 비하여 6% 줄게 된다. 또한, 컨택트 홀(19b)에서

는 장축이 축적 용량 버스 라인(7)을 따라 형성되고, 단축이 축적 용량 버스 라인(7)의 폭보다 좁게 형성되어 있다. 이

때문에 축적 용량 전극(16)에 컨택트 홀(19b)의 바닥 부 개구에서의 접속용 영역을 특별히 형성할 필요가 없다. 이 때

문에, 종래에 비하여 화소 개구율을 향상할 수 있다.

다음으로, 본 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법에 대하여 도 18 내지 도 21의 제조 공정 단면도를 이

용하여 설명한다. 도 18 내지 도 21에서, (a)는 도 16에 도시하는 A-A선으로 절단한 TFT 기판(1)의 단면을 나타내

고 있고, (b)는 도 16에 도시하는 B-B선으로 절단한 TFT 기판(1)의 단면을 나타내고 있다. 우선, 도 18의 (a), (b)에 

도시한 바와 같이, 유리 기판(3) 상의 전면에, 예를 들면 막 두께 100㎚의 알루미늄(Al)층과 막 두께 50㎚의 티탄(Ti)

층을 이 순서로 성막하여 패터닝하여, 게이트 버스 라인(4)과 축적 용량 버스 라인(7)을 형성한다. 패터닝은 패터닝되

는 층 상에 소정의 레지스트 패턴을 형성하고, 얻어진 레지스트 패턴을 에칭 마스크로 이용하여 패터닝되는 층을 에

칭하며, 레지스트 패턴을 박리하는 포토리소그래피법을 이용하여 행해진다.

다음으로, 예를 들면 막 두께 350㎚의 실리콘 질화막(SiN막)(5), 막 두께 30㎚의 a-Si층(13a) 및 막 두께 120㎚의 Si

N막을 연속 성막한다. 다음으로, 전면에 레지스트층을 형성하여 게이트 버스 라인(4)을 마스크로 하여 배면 노광하고

, 또한 순방향으로 마스크를 이용하여 노광하여 레지스트층을 패터닝한다. 패터닝된 레지스트층을 에칭 마스크로 하

여 SiN막을 에칭하여, 도 19의 (a)에 도시한 바와 같이 채널 보호막(11)을 형성한다.

다음으로, 도 20의 (a), (b)에 도시한 바와 같이, 예를 들면 막 두께 30㎚의 n + a-Si층, 막 두께 20㎚의 Ti층, 막 두께

75㎚의 Al층 및 막 두께 40㎚의 Ti층을 이 순서로 성막하고, 채널 보호막(11)을 에칭 스토퍼로서 이용하여 패터닝하

여, 드레인 전극(10), 소스 전극(12) 및 드레인 버스 라인(6)(도 20에서는 도시하지 않음)과, 축적 용량 전극(16)을 형

성한다. 이상의 공정으로 TFT(2)가 완성된다.

다음으로, 네가티브형 감광성 안료 분산 타입의 R(적) 레지스트(JSR사제)를 예를 들면 막 두께 3.0㎛로 도포한다. 계

속해서, 프록시미티 노광 장치에 기판(3)을 세트함과 함께 적색 화소용 포토마스크를 예를 들면 갭 약 100㎛로 기판(

3) 표면에 근접 배치하여 약 100mj의 노광량으로 노광한다. 적색 화소용 포토마스크에는, 기판(3) 표면의 적색의 화

소 영역 이외와 적색의 화소 영역 내의 컨택트 홀(19a, 19b)의 형성 영역을 차광하는 패턴이 묘화되어 있다. 적색 화

소용 포토마스크에 묘화된 컨택트 홀(19a, 19b) 형성용 차광 패턴은 형성해야 할 컨택트 홀(19a, 19b)의 바닥부 윤곽

과 거의 서로 비슷한 형태이지만, 광의 회절 현상을 고려하여 소정의 오프셋량만큼 크게 형성되어 있다. 컨택트 홀(19

a, 19b)의 장단축 길이비는 0.25로, 단축의 길이는 10㎛이고 장축의 길이는 40㎛이다. 이 때문에, 예를 들면 평행 2 

선분의 대향 단부 사이가 외측으로 볼록형인 반원으로 연결된 윤곽을 갖고 단축 길이가 18㎛이고 장축 길이가 48㎛

인 차광 패턴이 형성된 포토마스크를 이용한다. 그 차광 패턴의 단축 길이(=18㎛)는 종래의 차광 패턴의 1변의 길이

인 28㎛보다 짧기 때문에, 컨택트 홀(19a, 19b) 형성 영역의 컬러 레지스트층에 단축 양단측으로부터 노광광의 회절

광이 진입할 가능성이 있지만, 한편으로 그 차 광 패턴의 장축 길이(=48㎛)는 종래의 차광 패턴의 1변의 길이의 28㎛

보다 충분히 길기 때문에, 장축 양단측으로부터 노광광의 회절광의 진입이 전혀 발생하지 않는 영역이 생긴다. 이 때

문에, 다른 노광 조건을 조정함으로써 컨택트 홀(19a, 19b) 형성 영역의 컬러 레지스트층에 기판(3)면에 수직 방향으

로 미감광 영역을 형성할 수 있다. 장축 양단측으로부터의 회절광의 진입이 전혀 발생하지 않는 영역을 확보하면서 

컨택트 홀 바닥부의 개구 면적을 최소로 하기 위해서는 장축과 단축의 길이의 비(장단축 길이비=단축 길이/장축 길이

)는 0.5 이하가 되는 것이 바람직하다. 특히, 바닥부 윤곽 내의 면적이 600㎛ 2 이하의 소직경의 컨택트 홀의 형성에 

있어서 상기한 장단축 길이비를 적용하는 것이 바람직하다. 노광 후, 현상하여 미감광의 레지스트층 영역을 용해하여

제거한다. 세정 후에, 230℃에서 40분간의 포스트베이킹 처리를 실시하고, 도 21의 (a), (b)에 도시한 바와 같이, 소스

전극(12) 및 축적 용량 전극(16)을 노출하여 개구된 컨택트 홀(19a, 19b)을 갖는 수지 CF층(15)(R)이 적색의 화소 영

역에 형성된다. 형성된 컨택트 홀(19a, 19b)은 각부가 라운딩을 띠고 있고, 단축의 길이는 10㎛이고 장축의 길이는 4

0㎛이다. 또한, 컨택트 홀(19a, 19b)은 개구단측 윤곽이 바닥부 윤곽보다 더 크게 형성되어, 깊이 방향으로 좁아지는 

테이퍼형으로 형성된다.
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마찬가지로 하여, 네가티브형 감광성 안료 분산 타입의 B(청) 레지스트를 예를 들면 막 두께 3.0㎛로 도포하여, 프록

시미티 노광 장치에 기판(3)을 세트함과 함께 청색 화소용 포토마스크를 기판(3) 표면에 근접 배치하여 노광한다. 청

색 화 소용 포토마스크에는, 기판(3) 표면의 청색의 화소 영역 이외와 청색의 화소 영역 내의 컨택트 홀(19a, 19b)의 

형성 영역을 차광하는 패턴이 묘화되어 있다. 청색 화소용 포토마스크에 묘화된 컨택트 홀(19a, 19b) 형성용 차광 패

턴은, 형성하여야 할 컨택트 홀(19a, 19b)의 바닥부 윤곽과 거의 서로 비슷한 형태이지만 소정의 오프셋량만큼 크게 

형성되어 있다. 노광 후, 현상하고, 포스트베이킹 처리를 실시하여 소스 전극(12) 및 축적 용량 전극(16) 상에서 개구

된 컨택트 홀(19a, 19b)을 갖는 수지 CF층(15)(B)을 청색의 화소 영역에 형성한다.

마찬가지로 하여, 네가티브형 감광성 안료 분산 타입의 G(초록) 레지스트를 예를 들면 막 두께 3.0㎛로 도포하고, 프

록시미티 노광 장치에 기판(3)을 세트하여 녹색 화소용 포토마스크를 기판(3) 표면에 근접 배치하여 노광한다. 녹색 

화소용 포토마스크에는 기판(3) 표면의 녹색의 화소 영역 이외와 녹색의 화소 영역 내의 컨택트 홀(19a, 19b)의 형성 

영역을 차광하는 패턴이 묘화되어 있다. 녹색 화소용 포토마스크에 묘화된 컨택트 홀(19a, 19b) 형성용 차광 패턴은 

형성해야 할 컨택트 홀(19a, 19b)의 바닥부 윤곽과 거의 서로 비슷한 형태이지만 소정의 오프셋량만큼 크게 형성되어

있다. 노광 후, 현상하여 포스트베이킹 처리를 실시하여 소스 전극(12) 및 축적 용량 전극(16) 상에서 개구된 컨택트 

홀(19a, 19b)을 갖는 수지 CF층(15)(G)을 녹색의 화소 영역에 형성한다.

다음으로, 예를 들면 막 두께 70㎚의 ITO를 전면에 성막하여 패터닝하고, 도 17에 도시한 바와 같이, 화소 영역 내의 

수지 CF층(15) 상면, 수지 CF층(15)을 관통하는 컨택트 홀(19a, 19b) 내벽면, 및 컨택트 홀(19a, 19b) 바닥부에 노

출한 소 스 전극(12), 축적 용량 전극(16)에 접촉하는 화소 전극(18)을 형성한다.

이상 설명한 바와 같이, 본 실시 형태에 따르면, 수지 CF층(15)에 형성하는 컨택트 홀(19a, 19b)에서, 세로 방향과 가

로 방향의 길이가 다른 바닥부 윤곽 패턴으로 함으로써, 프록시미티 노광 장치를 이용하여 저비용으로 화소 개구율을

향상시킨 CF-on-TFT 구조를 얻을 수 있다.

또, 본 실시예에서는, 도 16에 도시한 바와 같이 트랙 형상의 바닥부 윤곽의 컨택트 홀(19a, 19b)로 했지만, 본 발명

은 이것에 한정되지 않는다. 게이트 버스 라인(4)에 거의 평행한 평행 2 선분 대신에, 외측으로 볼록형인 곡선으로 연

결된, 예를 들면 타원형의 바닥부 윤곽을 갖는 컨택트 홀(19a, 19b)로 해도 물론 된다.

또, 본 실시예에서는 드레인 전극(10), 소스 전극(12) 및 드레인 버스 라인(6) 등의 소스/드레인 형성층 상에 직접, 수

지 CF층(15)(R, G, B)을 형성하였지만, 소스/드레인 형성층 상에 보호막을 형성하고, 해당 보호막 상에 수지 CF층(1

5)(R, G, B)을 형성해도 된다. 또한, 수지 CF층(15)(R, G, B) 상에 보호막을 형성하고, 그 보호막 상에 화소 전극(18)

을 형성해도 된다. TFT(2)나 수지 CF층(15)(R, G, B) 등의 형성 재료나 제조 공정은 상기 이외에도 물론 된다.

(실시예 2-2)

실시예 2-2에 따른 액정 표시 장치용 기판 및 그것을 구비한 액정 표시 장치 및 그 제조 방법에 대하여 도 22 내지 도

28을 이용하여 설명한다. 도 22는 본 실시예에 따른 TFT 기판(1) 상의 3 화소분의 평면 구성을 도시하고 있다. 도 2

3은 TFT 기판(1)의 R 화소의 일부 단면을 나타내고 있다. 도 23의 (a)는 도 22의 A-A 선으로 절단한 TFT 기판(1)의

단면을 도시하고 있고, 도 23의 (b)는 도 22의 B-B선으로 절단한 TFT 기판(1)의 단면을 나타내고 있다. 도 22에 도

시한 바와 같이, TFT 기판(1)은 유리 기판(3) 상에 도면의 좌우 방향으로 연장하는 복수의 게이트 버스 라인(4)(도 2

2에서는 1개만 나타내고 있다)과, 게이트 버스 라인(4)과 절연막(5)을 개재하여 교차하고 도면의 아래 방향으로 연장

되는 복수의 드레인 버스 라인(6)을 갖고 있다. 게이트 버스 라인(4)과 드레인 버스 라인(6)으로 화소 영역이 획정된

다. 양 버스 라인(4, 6)의 교차 위치 근방에는 TFT(2)가 형성되어 있다. 도 22 및 도 23에 도시한 바와 같이, TFT(2)

는 직선형 게이트 버스 라인(4)의 일부 영역을 게이트 전극(4)으로서 이용하고, 게이트 전극(4) 상의 절연막(게이트 

절연막)(5)을 개재하여 동작 반도체층(13)을 갖고 있다. 게이트 전극(4) 상측의 동작 반도체층(13) 상면에는 채널 보

호막(11)이 형성되어 있다. 채널 보호막(11) 상에서 전기적으로 분리되어 드레인 전극(10)과 소스 전극(12)이 형성되

어 있다. 드레인 전극(10)은 드레인 버스 라인(6)에 접속되어 있다. 각 화소 영역의 거의 중앙을 횡단하여 축적 용량 

버스 라인(7)이 게이트 버스 라인(4)과 평행하게 형성되어 있다. 축적 용량 버스 라인(7)은 게이트 버스 라인(4)과 동

일한 형성 금속으로 형성되어 있다. 축적 용량 버스 라인(7) 상에는 절연막(5)을 개재하여 축적 용량 전극(16)이 형성

되어 있다. 소스 전극(12)은 접속 배선(12a)에 의해 축적 용량 전극(16)에 접속되어 있다. 각 화소 영역에는 수지 CF

층(15)이 형성되어 있다. 도 23의 (a), (b)에 도시한 바와 같이, 수지 CF층(15)은 TFT(2) 및 드레인 버스 라인(6) 상

에도 형성되어 있다. 또한, 도 22에 도시한 바와 같이, 각 화소 영역의 수지 CF층(15)에는 축적 용량 버스 라인(7) 상

측에서 축적 용량 버스 라인(7)을 따라 형성되고, 축적 용량 전극(16)에 도달하는 컨택트용 홈(19c)이 형성되어 있다.

수지 CF층(15)은 컨택트용 홈(19c)에 의해 각 화소 영역 내에서 2 영역으로 분할되어 있다. 축적 용량 전극(16) 상에

서 수지 CF층(15)을 개구한 컨택트용 홈(19c)의 바닥부는, 도 22에 도시한 바와 같이 TFT 기판(1) 표면을 향해 보았

을 때, 폭 10㎛로 축적 용량 버스 라인(7)을 따라 각 화소 사이를 걸쳐 직선 형상으로 형성되어 있다.

컨택트용 홈(19c)이 형성된 수지 CF층(15) 상에는 포지티브형 감광성 수지를 이용하여 OC층(17)이 형성되어 있다. 
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OC층(17) 상에 화소 전극(18)이 형성되어 있다. 화소 전극(18)은 수지 CF층(15)의 컨택트용 홈(19c)이 형성된 영역

으로, 또한 OC층(17)을 관통하여 형성된 컨택트 홀(19d)를 개재하여 축적 용량 전극(16)에 접속되어 있다. 컨택트 홀

(19d)은 내부 직경이 약 8㎛인 원형의 바닥부 윤곽을 갖고 있다.

본 실시예의 구성은 접속 배선(12a)을 통하여 소스 전극(12)을 축적 용량 전극(16)에 접속하고 있기 때문에, 화소 전

극(18)과의 접속은 컨택트 홀(19d)만으로 된다. 또한, 축적 용량 버스 라인(7)의 폭 내에 컨택트용 홈(19c)이 형성되

고, 컨택트용 홈(19c) 내쪽으로 컨택트 홀(19d)이 형성되어 있다. 이 때문에, 컨택트용 홈(19c) 및 컨택트 홀(19d)의 

바닥부 개구의 접속용 영역을 별도의 여분으로 형성하지 않고 할 수 있기 때문에 종래에 비하여 화소 개구율을 향상

시킬 수 있다.

다음으로, 본 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판의 제조 방법에 대하여, 도 23 내지 도 28의 제조 공정 단면도를 

이용하여 설명한다. 도 23 내지 도 28에서, (a)는 도 22에 도시하는 A-A선으로 절단한 TFT 기판(1)의 단면을 도시

하고 있고, (b)는 도 22에 도시하는 B-B선으로 절단한 TFT 기판(1)의 단면을 도시하고 있다. 우선, 도 24의 (a), (b)

에 도시한 바와 같이, 유리 기판(3) 상의 전면에, 예를 들면 막 두께 100㎚의 알루미늄(Al)층과 막 두께 50㎚의 티탄(

Ti)층을 이 순서로 성막하여 패터닝하여, 게이트 버스 라인(4)과 축적 용량 버스 라인(7)을 형성한다.

다음으로, 예를 들면 막 두께 350㎚의 실리콘 질화막(SiN막)(5), 막 두께 30㎚의 a-Si층(13a) 및 막 두께 120㎚의 Si

N막을 연속 성막한다. 다음으로, 전면에 레지스트층을 형성하고 게이트 버스 라인(4)을 마스크로 하여 배면 노광하고

, 또한 순방향으로 마스크를 이용하여 노광하여 레지스트층을 패터닝한다. 패터닝된 레지스트층을 에칭 마스크로서 S

iN막을 에칭하여, 도 25의 (a)에 도시한 바와 같이 채널 보호막(11)을 형성한다.

다음으로, 도 26의 (a), (b)에 도시한 바와 같이, 예를 들면 막 두께 30㎚의 n + a-Si층, 막 두께 20㎚의 Ti층, 막 두께

75㎚의 Al층 및 막 두께 40㎚의 Ti층을 이 순서로 성막하고, 채널 보호막(11)을 에칭 스토퍼로서 이용하여 패터닝하

여, 드레인 전극(10), 소스 전극(12) 및 드레인 버스 라인(6)(도 26에서는 나타나지 않음)과, 축적 용량 전극(16)을 형

성한다. 또한, 동시에 소스 전극(12)과 축적 용량 전극(16)을 접속하는 접속 배선(12a)(도 26에서는 나타나지 않음)을

형성한다. 이상 의 공정으로 TFT(2)가 완성된다.

다음으로, 네가티브형 감광성 안료 분산 타입의 R 레지스트를 예를 들면 막 두께 1.8㎛로 도포한다. 계속해서, 프록시

미티 노광 장치에 기판(3)을 세트함과 함께 적색 화소용 포토마스크를 예를 들면 갭 약 100㎛로 기판(3) 표면에 근접 

배치하여 약 100mj의 노광량으로 노광한다. 적색 화소용 포토마스크에는 기판(3) 표면의 적색의 화소 영역 이외와 적

색의 화소 영역 내의 컨택트용 홈(19c)의 형성 영역을 차광하는 패턴이 묘화되어 있다. 적색 화소용 포토마스크에 묘

화된 컨택트용 홈(19c) 형성용 차광 패턴은 형성하여야 할 컨택트용 홈(19c)의 바닥부 윤곽과 거의 서로 비슷한 형태

이지만, 광의 회절 현상을 고려하여 소정의 오프셋량만큼 크게 형성되어 있다. 컨택트용 홈(19c)의 바닥부 폭은 10㎛

이다. 포토마스크에 형성된 컨택트용 홈(19c) 형성용 차광 패턴의 폭은 18㎛ 정도로, 종래의 차광 패턴의 1변의 길이

인 28㎛보다 짧기 때문에, 컨택트용 홈(19c) 형성 영역의 컬러 레지스트층에 차광 패턴의 폭 방향으로부터 노광광의 

회절광이 진입될 가능성이 있지만, 한편으로 그 차광 패턴의 길이 방향으로부터 노광광의 회절광의 진입은 전혀 발생

하지 않는다. 이 때문에, 노광 강도 등을 조정함으로써, 컨택트용 홈(19c) 형성 영역의 컬러 레지스트층에 기판(3)면

의 수직 방향으로 미감광 영역을 형성할 수 있다. 노광 후, 현상하여 미감광의 레지스트층 영역을 용해하여 제거한다. 

세정 후에, 230℃로 40분간의 포스트베이킹 처리를 실시하고, 도 27의 (b)에 도시한 바와 같이, 축적 용량 전극(16)을

노출하여 개구된 컨택트용 홈(19c)을 갖는 수지 CF층(15)(R)이 적색의 화소 영역에 형성된다. 형성된 컨택트용 홈(1

9c)은 화소 영역을 횡단하 는 바닥부 폭이 10㎛의 스트라이프 형상으로 된다. 또한, 컨택트용 홈(19c)은 개구단측 폭

이 바닥부 폭보다 더 크게 형성되어, 깊이 방향으로 좁아지는 테이퍼형으로 형성된다.

마찬가지로, 네가티브형 감광성 안료 분산 타입의 B 레지스트를 예를 들면 막 두께 1.8㎛로 도포하여, 프록시미티 노

광 장치에 기판(3)을 세트함과 함께 청색 화소용 포토마스크를 기판(3) 표면에 근접 배치하여 노광한다. 청색 화소용 

포토마스크에는 기판(3) 표면의 청색의 화소 영역 이외와 청색의 화소 영역 내의 컨택트용 홈(19c)의 형성 영역을 차

광하는 패턴이 묘화되어 있다. 청색 화소용 포토마스크에 묘화된 컨택트용 홈(19c) 형성용 차광 패턴은 형성해야 할 

컨택트용 홈(19c)의 바닥부 폭과 거의 서로 비슷한 형태이지만 소정의 오프셋량만큼 크게 형성되어 있다. 노광 후, 현

상하고, 포스트베이킹 처리를 실시하여 축적 용량 전극(16) 상에서 개구된 컨택트용 홈(19c)을 갖는 수지 CF층(15)(

B)을 청색의 화소 영역에 형성한다.

마찬가지로, 네가티브형 감광성 안료 분산 타입의 G 레지스트를 예를 들면 막 두께 1.8㎛로 도포하여, 프록시미티 노

광 장치에 기판(3)을 세트하여 녹색 화소용 포토마스크를 기판(3) 표면에 근접 배치하여 노광한다. 녹색 화소용 포토

마스크에는 기판(3) 표면의 녹색의 화소 영역 이외와 녹색의 화소 영역 내의 컨택트용 홈(19c)의 형성 영역을 차광하

는 패턴이 묘화되어 있다. 녹색 화소용 포토마스크에 묘화된 컨택트용 홈(19c) 형성용 차광 패턴은 형성하여야 할 컨

택트용 홈(19c)의 바닥부 윤곽과 거의 서로 비슷한 형태이지만 소정의 오프셋량만큼 크게 형성되 어 있다. 노광 후, 

현상하고, 포스트베이킹 처리를 실시하여 축적 용량 전극(16) 상에서 개구된 컨택트용 홈(19c)을 갖는 수지 CF층(15

)(G)을 녹색의 화소 영역에 형성한다.
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다음으로, 수지 CF층(15) 형성 후의 기판 전면에 포지티브형 감광성 수지를 막 두께 2.0㎛ 정도 도포하고, 컨택트 홀(

19d) 형성용 패턴이 묘화된 포토마스크를 이용하여 근접 노광하고, 현상하여 OC층(17)을 형성한다. OC층(17)에는, 

도 28에 도시한 바와 같이, 수지 CF층(15)에 형성한 컨택트용 홈(19c)에 위치를 맞추어서 컨택트 홀(19d)이 형성된

다. 포지티브형 감광성 수지를 이용하고 있기 때문에, 프록시미티 노광 장치를 이용한 근접 노광이라도 내부 직경 약 

8㎛의 원형의 바닥부 윤곽을 갖는 컨택트 홀(19d)을 확실하게 형성할 수 있다.

다음으로, 예를 들면 막 두께 70㎚의 ITO를 전면에 성막하여 패터닝하고, 도 23에 도시한 바와 같이 화소 영역 내의 

수지 CF층(15) 상면, 수지 CF층(15)을 관통하는 컨택트 홀(19d) 내벽면, 및 컨택트 홀(19d) 바닥부에 노출한 축적 용

량 전극(16)에 접촉하는 화소 전극(18)을 형성한다.

이상 설명한 바와 같이, 본 실시 형태에 따르면, 수지 CF층(15)에 형성하는 컨택트용 홈(19c)에서, 축적 용량 버스 라

인(7)을 따라 화소 영역 내를 횡단하는 바닥부 윤곽 패턴으로 함으로써, 프록시미티 노광 장치를 이용하여 저비용으로

화소 개구율을 향상시킨 CF-on-TFT 구조를 얻을 수 있다.

또, 본 실시예에서는 드레인 전극(10), 소스 전극(12) 및 드레인 버스 라인(6) 등의 소스/드레인 형성층 상에 직접, 수

지 CF층(15)(R, G, B)을 형성했지 만, 소스/드레인 형성층 상에 보호막을 형성하고, 그 보호막 상에 수지 CF층(15)(R

, G, B)을 형성해도 된다. 또, 수지 CF층(15)(R, G, B) 상에 보호막을 형성하고, 그 보호막 상에 화소 전극(18)을 형성

해도 된다. TFT(2)나 수지 CF층(15)(R, G, B) 등의 형성 재료나 제조 공정은 상기 이외라도 물론 된다.

또, 본 실시예에서는 드레인 금속 형성층 상에 직접 CF 레지스트층을 형성했지만, 드레인 금속 형성층 상에 패시베이

션막을 형성한 위에 CF 레지스트층을 형성하도록 해도 물론 된다. 또한, 본 실시예에서는 CF 수지 상에 OC층을 형성

했지만, OC층을 형성하지 않고서 수지 CF층 상에 직접 화소 전극(18)을 형성해도 된다.

(실시예 2-3)

실시예 2-3에 의한 액정 표시 장치용 기판에 대하여 도 29를 이용하여 설명한다. 도 29는 본 실시예에 따른 TFT 기

판(1) 상의 3 화소분의 평면 구성을 도시하고 있다. 본 실시예에 따른 액정 표시 장치용 기판은 실시예 2-2와 마찬가

지로 소스 전극(12)과 축적 용량 전극(16)을 접속 배선(12a)으로 접속한 구조를 갖고 있다. 본 실시예에 따른 액정 표

시 장치용 기판은 실시예 2-2에서 이용되고 있는 OC층이 형성되어 있지 않고, 이 때문에 실시예 2-1과 거의 동일한 

제조 방법으로 제조된다.

도 29에 도시하는 구성은 화소 영역 내에 형성된 축적 용량 전극(16)과 화소 전극(18)을 접속하기 위한 컨택트 홀의 

바닥부 개구의 윤곽의 형상이나 면적이 다른 점에 특징을 갖고 있다. 즉, 적색의 화소 영역에 형성된 컨택트 홀(19b)

은, 실시예 2-1에서 나타낸 것과 동일한 바닥부 윤곽 형상 및 치수를 갖고 있다. 이에 대하여, 녹색의 화소 영역에 형

성된 컨택트 홀(19b')은 컨택트 홀(19b)보다 장축의 길이가 짧게 형성되어 있고, 따라서 바닥부 윤곽의 개구 면적이 

컨택트 홀(19b)보다 작게 형성되어 있다. 또한, 청색의 화소 영역에는 컨택트 홀 대신에 실시예 2-2에서 나타낸 컨택

트용 홈(19c)이 형성되어 있다.

이와 같이 색마다 컨택트 홀(컨택트용 홈을 포함함)의 바닥부 윤곽 형상 및 개구 면적을 변경함으로써, 수지 CF층(15

)(R, G, B)을 형성하는 각 컬러 레지스트의 해상 능력의 차이에 대응시켜, 필요 최소한의 바닥부 개구 면적을 얻을 수 

있다. 본 실시예에서는, 일반적으로 가장 해상 능력이 낮은 청(B)색의 컬러 레지스트층에는, 확실하게 바닥부 개구를 

열기 위해서 컨택트용홈(19c)을 형성하고 있다. 한편, 해상 능력이 높은 녹(G)색의 컬러 레지스트층에는 컨택트 홀 바

닥부 개구에 노출되는 금속층의 면적을 가능한 한 작게 한 컨택트 홀(19b')을 형성하고 있다. 이렇게 함으로써, 액정 

표시 장치의 표시 패널측으로부터 입사한 광의 반사량을 가능한 한 줄이고, 표시 품위를 향상시킬 수 있다.

또한, 색마다 일률적으로 컨택트 홀이나 컨택트용 홈의 바닥부 윤곽 형상 및 개구 면적을 변경하는 것은 아니고, 유리

기판(3) 상의 각 부위에 형성되는 컨택트 홀이나 컨택트용 홈 각각에 대하여, 레지스트층 해상 능력의 차이에 기초하

여 최적의 바닥부 윤곽 형상 및 개구 면적으로 변경하도록 해도 된다.

이상 설명한 바와 같이, 본 실시 형태에 따르면, TFT 기판 위에 CF가 형성되어 있는 액정 표시용 기판에 있어서, CF

층을 협지하는 상하 전극(소스 전극 및 화소 전극)을 전기적으로 컨택트시키기 위해서 CF층에 형성하는 구멍 형상을 

세로 방 향과 가로 방향의 길이가 다른 형상으로 하고 있다. 이에 의해, 높은 개구율에 의한 휘도 향상을 달성하면서, 

프록시미티 노광 장치 등의 통상의 CF 형성 장치나 프로세스를 이용해도, 화소 개구율 손실을 최저한으로 하면서 CF

층의 해상 능력을 향상시켜, 간편한 프로세스 설계와 안정된 프로세스를 제공하는 것이 가능하게 된다.

또한, RGB 마다 컨택트용 구멍 혹은 홈의 크기를 변경함으로써, CF 레지스트의 색마다 해상 능력이 다른 현상에 대

응하여, CF로 피복되고 있지 않은 메탈 면적이 너무 커지게 됨으로써, 패널 표시 시의 반사율 향상을 억제하여, 고품

위의 액정 표시 장치를 제공할 수 있다. 또, 형성 프로세스의 특징에 맞추어서 패널 내에서 컨택트용 구멍 혹은 홈의 
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크기를 변경함으로써 마찬가지의 효과가 얻어진다.

이상 설명한 본 발명의 제1 실시 형태에 따른 액정 표시 장치용 기판 및 액정 표시 장치는 이하와 같이 정리할 수 있

다.

(부기 1)

복수의 화소 영역에 각각 형성된 화소 전극과 상기 화소 전극을 구동하는 스위칭 소자와의 사이에 형성된 패시베이션

막과, 상기 패시베이션막 상에 형성된 컬러 필터층을 갖는 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 패시베이션막은 질화 실리콘층과 산화 실리콘층 또는 산질화 실리콘층과의 적층 구조를 갖고, 상기 컬러 필터층

에 접하여 상기 산화 실리콘층 또는 상기 산질화 실리콘층이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기

판.

(부기 2)

부기 1에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 산화 실리콘층 또는 상기 산질화 실리콘층은 막 두께가 3㎚ 이상 20㎚ 이하인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장

치용 기판.

(부기 3)

부기 1에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 질화 실리콘층은 실리콘 원자 및 질소 원자의 조성을 바꾼 2종 이상의 질화 실리콘을 적층한 구조를 갖고 있는 

것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

(부기 4)

부기 1에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 질화 실리콘층은 상기 컬러 필터층에 접하는 상기 산화 실리콘층 혹은 상기 산질화 실리콘층에 가까운 영역일수

록 실리콘 원자 농도가 높아지게 되도록 형성되고, 또는 상기 컬러 필터층에 접하는 상기 산화 실리콘층 혹은 상기 산

질화 실리콘층에 가까운 영역일수록 실리콘 원자에 결합하는 수소 원자의 농도가 높아지게 되도록 형성되어 있는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

(부기 5)

복수의 화소 영역에 각각 형성된 화소 전극과 상기 화소 전극을 구동하는 스위칭 소자와의 사이에 형성된 패시베이션

막과 상기 패시베이션막 상에 형성된 컬러 필터층을 갖는 액정 표시 장치용 기판과, 상기 액정 표시 장치용 기판에 대

향 배치되는 대향 기판과, 상기 액정 표시 장치용 기판과 상기 대향 기판과의 사이에 협지된 액정층을 갖는 액정 표시

장치에 있어서,

상기 액정 표시 장치용 기판은 상기 패시베이션막이 질화 실리콘층과 산화 실리콘층 또는 산질화 실리콘층과의 적층 

구조를 갖고, 상기 컬러 필터층에 접하여 상기 산화 실리콘층 또는 상기 산질화 실리콘층이 형성되어 있는 것을 특징

으로 하는 액정 표시 장치.

(부기 6)

대향 기판에 액정층을 협지하여 대향 배치되는 절연성 기판과,

상기 절연성 기판 상에 배치되어 스위칭 소자와 질화 실리콘층과 산화 실리콘층 또는 산질화 실리콘층과 수지 컬러 

필터층과 화소 전극이 순서대로 형성된 복수의 화소 영역으로 이루어지는 표시 영역과,

상기 표시 영역의 상기 수지 컬러 필터층과 상기 화소 전극과의 사이에 형성된 절연성 수지 재료로 이루어지는 오버

코트층을 갖고,
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상기 스위칭 소자 상의 각 층에 개구된 컨택트 홀의 개구 단면적이, 상기 수지 컬러 필터층>상기 오버코트층≥상기 산
화 실리콘층 또는 상기 산질화 실리콘층≥상기 질화 실리콘층의 관계를 갖고 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장

치용 기판.

이상 설명한 본 발명의 제2 실시 형태에 따른 액정 표시 장치용 기판 및 액정 표시 장치는 이하와 같이 정리할 수 있

다.

(부기 7)

화소 영역에 형성된 스위칭 소자와,

상기 화소 영역에 형성된 수지 컬러 필터층과,

상기 수지 컬러 필터층 상에 형성된 화소 전극과,

상기 스위칭 소자와 상기 화소 전극을 전기적으로 접속하기 위해 상기 수지 컬러 필터층을 관통하여 형성되고, 바닥

부 윤곽의 세로 방향과 가로 방향의 길이가 다르고, 각부가 라운딩을 띤 컨택트 홀을 포함하는 것을 특징으로 하는 액

정 표시 장치용 기판.

(부기 8)

부기 7에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 바닥부 윤곽의 장축과 단축의 길이의 비(장단축 길이비=단축 길이/장축 길이)는 0.5 이하인 것을 특징으로 하는

액정 표시 장치용 기판.

(부기 9)

부기 7에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 바닥부 윤곽 내의 면적은 600㎛ 2 이하인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

(부기 10)

화소 영역에 형성된 스위칭 소자와,

상기 화소 영역에 형성된 수지 컬러 필터층과,

상기 수지 컬러 필터층 상에 형성된 화소 전극과,

상기 스위칭 소자와 상기 화소 전극을 전기적으로 접속하기 위해 상기 수지 컬러 필터층을 관통하여 바닥부 윤곽을 

형성한 컨택트용 홈을 포함하는 것을 특징 으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

(부기 11)

부기 10에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 화소 영역 내를 횡단하는 축적 용량 버스 라인을 갖고,

상기 컨택트용 홈의 바닥부 윤곽은 상기 축적 용량 버스 라인 상측에 형성되고, 상기 축적 용량 버스 라인의 폭보다 

좁은 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

(부기 12)

부기 10 또는 11에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 컨택트용 홈은, 상기 화소 영역 내에서 상기 수지 컬러 필터층을 분할하고 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 

장치용 기판.
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(부기 13)

부기 7 내지 12 중 어느 한 항에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 수지 컬러 필터층의 배치 위치에 따라, 상기 바닥부 윤곽 내의 개구 면적이 다른 것을 특징으로 하는 액정 표시 

장치용 기판.

(부기 14)

부기 13에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 수지 컬러 필터층의 색마다 상기 바닥부 윤곽 내의 개구 면적이 다른 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판

.

(부기 15)

부기 7 내지 14 중 어느 한 항에 기재된 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 수지 컬러 필터층의 형성 재료는 네가티브형인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

(부기 16)

각 화소 영역에 형성된 화소 전극과, 상기 화소 전극을 구동하는 스위칭 소자와, 상기 스위칭 소자와 상기 화소 전극

과의 사이에 형성된 컬러 필터층을 갖는 액정 표시 장치용 기판과, 상기 액정 표시 장치용 기판에 대향 배치되는 대향

기판과, 상기 액정 표시 장치용 기판과 상기 대향 기판과의 사이에 협지된 액정층을 갖는 액정 표시 장치에 있어서,

상기 액정 표시 장치용 기판으로서, 부기 7 내지 15 중 어느 한 항에 기재된 액정 표시 장치용 기판을 이용하는 것을 

특징으로 하는 액정 표시 장치.

발명의 효과

본 발명에서는, LCD용 기판의 화소 전극과 스위칭 소자와의 사이에 형성되는 패시베이션막을 SiN층과 SiO층 또는 S

iON층과의 적층 구조로 하고, CF층이 SiO층 또는 SiON층에 접하도록 했다. 이에 의해, CF의 박리나 잔사의 발생을 

억제하여, 도통 불량의 발생을 억제할 수 있어, 표시 특성이 우수한 신뢰성이 높은 LCD용 기판 및 LCD를 실현할 수 

있다.

또한, SiO층 또는 SiON층의 막 두께, SiN층의 내부 구조를 제어함으로써, 패시베이션막에 형성되는 컨택트 홀을 단

면 순테이퍼 형상으로 할 수 있어, 도통 불량이 없는 고성능의 LCD용 기판 및 LCD를 실현할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
복수의 화소 영역에 각각 형성된 화소 전극과 상기 화소 전극을 구동하는 스위칭 소자와의 사이에 형성된 패시베이션

막과, 상기 패시베이션막 상에 형성된 컬러 필터층을 갖는 액정 표시 장치용 기판에 있어서,

상기 패시베이션막은 질화 실리콘층과 산화 실리콘층 또는 산질화 실리콘층과의 적층 구조를 갖고, 상기 컬러 필터층

에 접하여 상기 산화 실리콘층 또는 상기 산질화 실리콘층이 형성되어 있는

것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 2.
제1항에 있어서,

상기 질화 실리콘층은 상기 컬러 필터층에 접하는 상기 산화 실리콘층 혹은 상기 산질화 실리콘층에 가까운 영역일수

록 실리콘 원자 농도가 높아지게 형성되고, 또는 상기 컬러 필터층에 접하는 상기 산화 실리콘층 혹은 상기 산질화 실
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리콘층에 가까운 영역일수록 실리콘 원자에 결합하는 수소 원자의 농도가 높아지게 형성되어 있는 것을 특징으로 하

는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 3.
복수의 화소 영역에 각각 형성된 화소 전극과 상기 화소 전극을 구동하는 스위칭 소자와의 사이에 형성된 패시베이션

막과 상기 패시베이션막 상에 형성된 컬러 필터층을 갖는 액정 표시 장치용 기판과, 상기 액정 표시 장치용 기판에 대

향 배치 되는 대향 기판과, 상기 액정 표시 장치용 기판과 상기 대향 기판과의 사이에 협지된 액정층을 갖는 액정 표시

장치에 있어서,

상기 액정 표시 장치용 기판은 상기 패시베이션막이 질화 실리콘층과 산화 실리콘층 또는 산질화 실리콘층과의 적층 

구조를 갖고, 상기 컬러 필터층에 접하여 상기 산화 실리콘층 또는 상기 산질화 실리콘층이 형성되어 있는

것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 4.
대향 기판에 액정층을 협지하여 대향 배치되는 절연성 기판과,

상기 절연성 기판 상에 배치되어 스위칭 소자와 질화 실리콘층과 산화 실리콘층 또는 산질화 실리콘층과 수지 컬러 

필터층과 화소 전극이 순서대로 형성된 복수의 화소 영역으로 이루어지는 표시 영역과,

상기 표시 영역의 상기 수지 컬러 필터층과 상기 화소 전극과의 사이에 형성된 절연성 수지 재료로 이루어지는 오버

코트층을 갖고,

상기 스위칭 소자 상의 각 층에 개구된 컨택트 홀의 개구 단면적은, 상기 수지 컬러 필터층>상기 오버코트층≥상기 산
화 실리콘층 또는 상기 산질화 실리콘층≥상기 질화 실리콘층의 관계를 갖고 있는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장

치용 기판.

청구항 5.
화소 영역에 형성된 스위칭 소자와,

상기 화소 영역에 형성된 수지 컬러 필터층과,

상기 수지 컬러 필터층 상에 형성된 화소 전극과,

상기 스위칭 소자와 상기 화소 전극을 전기적으로 접속하기 위해서 상기 수지 컬러 필터층을 관통하여 형성되고, 바

닥부 윤곽의 세로 방향과 가로 방향의 길이가 다르고, 각(角)부가 라운딩을 띤 컨택트 홀

을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 6.
제5항에 있어서,

상기 바닥부 윤곽의 장축과 단축의 길이의 비(장단축 길이비=단축 길이/장축 길이)는 0.5 이하인 것을 특징으로 하는

액정 표시 장치용 기판.

청구항 7.
화소 영역에 형성된 스위칭 소자와,

상기 화소 영역에 형성된 수지 컬러 필터층과,

상기 수지 컬러 필터층 상에 형성된 화소 전극과,

상기 스위칭 소자와 상기 화소 전극을 전기적으로 접속하기 위해 상기 수지 컬러 필터층을 관통하여 바닥부 윤곽을 

형성한 컨택트용 홈

을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.
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청구항 8.
제7항에 있어서,

상기 화소 영역 내를 횡단하는 축적 용량 버스 라인을 갖고,

상기 컨택트용 홈의 바닥부 윤곽은 상기 축적 용량 버스 라인 상측에 형성되 고, 상기 축적 용량 버스 라인의 폭보다 

좁은 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.

청구항 9.
제5항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 수지 컬러 필터층의 색마다 상기 바닥부 윤곽 내의 개구 면적이 다른 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판

.

청구항 10.
제5항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 수지 컬러 필터층의 형성 재료는 네가티브형인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치용 기판.
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摘要(译)

因此，抑制了在阵列基板侧上具有CF的LCD基板上的CF残留或剥离，以
防止导电失败。在形成于多个像素区域中的每一个中的像素电极与驱动
像素电极的TFT 2之间形成的钝化膜14制成具有SiN层14a和14b以及SiO 
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